


Notre étude a pour objectif principal la synthèse de nouveaux matériaux semi-conducteurs et leur caractérisation. Elle se situe dans le cadre des travaux réalisés au laboratoire sur la recherche de composés semi-conducteur ternaires dans le système 1V-V-VI et IIB-V-VII .
Nous nous sommes principalement intéressés au système ternaire Ge-(P,Sb)-(S,Se); le peu de travaux publiés dans ce domaine nous ont incité à entreprendre l'étude de quelques compositions de ce ternaire et comparer les résultats aux études bibliographiques et théoriques du système IV-V-VI .

Ce mémoire, composé de trois parties, rassemble les résultats obtenus au cours de cette étude ainsi que quelques notions sur la cristallochimie et la cristallogénèse de composés semi-conducteurs ternaires.
· Le premier chapitre est consacré à des notions théoriques sur le transport en phase vapeur, la germination et la croissance cristalline et sur la cristallochimie des composés électroniques.
· Dans le second chapitre nous exposons les résultats obtenus pour quelques compositions du système Ge-(P,Sb)-(S,Se); les techniques de synthèse et de caractérisation utilisées pour cette étude sont décrites de façon succincte.
· Le troisième chapitre concerne la résolution de la structure cristalline de la phase Hg7Sb4Br6 . L'étude comparative de cette structure avec celle de Hg4Sb2I3 permet de relever la filiation structurale existant entre ces deux composés.
